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配向 Cuを基材とした YBCO線材のための導電性中間層の作製 
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1. はじめに 

現在、市販されている REBa2Cu3O7(REBCO)線
材は金属テープを基材とし、REBCO と反応性の
低い複数の酸化物中間層とREBCOを順にエピタ
キシャル成長させた構造を有する。この中間層は
絶縁体であるため、安定化層の形成のため Agお
よび Cu を REBCO 層の上に積層させている。結
果として、REBCO 線材の材料コストが高くなっ
ている。 

我々は、安価な YBCO 超伝導線材の開発を目
的とし、金属基材に集合組織をもつ Cuおよび導
電性中間層の利用を検討してきた[1, 2]。最近、
Ni めっき配向 Cu テープ上に導電性中間層
[SrTi0.95Nb0.05O3 (Nb-STO)、Ti0.94Nb0.06O2 (Nb-TiO2)]、
YBCO の積層を試み、YBCO が 2軸配向すること
を示した[3]。現在、YBCO 層の高 Jc化や、安定
化の役割も担う Cuテープへの電流回避の実証な
どの課題に取り組んでいる。            

本研究では更なる安価な線材構造として Ni め
っきを施していない配向 Cuテープの利用を検討
した。配向 Cuテープ上の導電性中間層には基材
と構造的整合性の高いNb-STOとNb-TiO2を用い、
成膜条件と配向性の関係について調べた。 

 

2. 実験方法 

 金属基材として、{100} <001>圧延再結晶集合
組織を有する Cu と、SUS316 を貼り合わせテー
プ(Cu/SUS316)を用いた。Nb-STO 層、Nb-TiO2層
および、YBCO 層の作製には KrF エキシマレー
ザーを光源とするパルスレーザー蒸着法（PLD

法）を用いた。Nb-TiO2層の成膜にあたり、成膜
条件はターゲット組成 Ti0.94Nb0.06O2、基板温度(Ts) 

550~650 °C、成膜槽内の雰囲気および全圧はそれ
ぞれ 96 %Ar + 3 %H2、1.3×10

-2
 Paとした。Nb-STO

薄膜についてはターゲット組成 SrTi0.75Nb0.25O3、
Ts =800°C、P(Ar+H2)＝3.0×10

-3 
Pa で成膜した。

YBCO 薄膜については、Ts =740°C、P(O2)＝35 Pa

で成膜した。なお、Nb-STO, Nb-TiO2, YBCO の想
定膜厚はそれぞれ 100 nm, 100 nm, 200 nm である。 
 作製した薄膜の配向度および表面状態の評価
についてはそれぞれ X 線回折装置および走査型
電子顕微鏡(SEM)により行った。 

 

3. 実験結果 

Fig. 1 に、Cu/SUS316 上に 800°C で成膜した
Nb-STO 薄膜の(110)極点図を示す。α 角方向 45°

の位置に、β角方向に 90°毎に 4つの回折ピーク 

 

が観測され、Nb-STO 薄膜は 2軸配向しているこ
とが確認できる。 

Fig. 2 に Nb-STO 薄膜上に 600°C で成膜した
Nb-TiO2薄膜の(101)anatase極点図を示す。α角が 70°

のときに、β角方向に 90°毎に 4 つの回折ピーク
が現れ、Nb-TiO2薄膜は 2軸配向していた。また、
550°Cおよび 650°Cの成膜でも同様の回折ピーク
が得られたことから、少なくとも 550°C から
650°CでNb-TiO2薄膜は 2軸配向することがわか
った。 

 当日は、導電性中間層 Nb-TiO2 薄膜上での
YBCO 薄膜の作製や Jc 測定の結果についても報
告する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 (110) Pole figure of a Nb-STO layer grown at 

800°C on the {100}<100> textured Cu tape.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 (101) Pole figure of a Nb-TiO2 layer grown at 

600°C on Nb-STO/Cu/SUS. 
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